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成果摘要： 

半导体离子注入技术，广泛应用于生产制造微电子、光电子器件，在信息产业中占有相当重要位置。本成果应用离子注

入原理，采用Si^+多重能量、剂量、多次注入，解决了纵向浓度均匀性问题，其性能指标满足了微电子，光电子器件对

有泛层的要求。采用“Si/As”双离子注入的方法可解决电激活的横向均匀分布，达到了：1-3*10/cm（中心/边缘范围

内）。特别是后一问题的解决，它创造性的解决了半绝缘GaAs晶片中存在电子陷阱能级EL2因化学配比As/Ga的偏离而

引起的材料本身的横向非均匀性造成注入层横向非均匀性。工艺上大胆突破,该技术具有先进性和创造性。本成果采用

独到的工艺技术，技术可控，可重复。它适用于微电子，光电子器件生产中。初步满足了信息工业基础电器件的需要。

提高了生产效率，降低了生产成本。具有较大的经济效益。  

硅离子注入半绝缘GaAs电激活均匀性的研究
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